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Ozet: Giiniimiiz elektronik teknolojisinde ve elektronik sanayinde ¢ok fazla kullamlan Schottky kontaklar genis
bir uygulama alanina ve 6nemli bir yere sahiptir. Bu sebeple bu yapilar olduk¢a 6nemlidir ve birgok arastirmanin
konusu olmustur. Diyodun tavlama ve numune sicakligiyla karakteristik parametrelerinin degisip degismedigi
gormek i¢in diyotlarin tavlamaya ve numune sicakligina bagh akim-gerilim karakteristikleri incelendi. Yapilan
hesaplamalar sonucunda tavlanmamig diyot i¢in oda sicakliginda idealite faktorii ve engel yiiksekligi 1-V
olciimlerinden sirastyla 1,24 ve 0,77 eV elde edildi. Yine 200°C tavlanmus diyot igin oda sicakliginda idealite
faktorii ve engel yiiksekligi sirastyla 1,08 ve 0,76 eV olarak hesaplanmigstir. Buna gore tavlama neticesinde diyot
tavlama sicakligina bagli olarak daha kararli hale geldigi soylenebilir. Bu durum, metal yariiletken ara
yiizeyindeki istenmeyen fazlarin tavlama sicakligina bagl olarak azaldiginin bir kanitidir. Au/n-Si/Al Schottky
diyotlarin tavlanmadan énce ve 200°C’de tavlandiktan sonra seri direng ve engel yiiksekligi degerleri Norde
Fonksiyonlar1 kullanilarak tiim sicakliklar i¢in hesaplandi.

Anahtar Kelimeler: Schottky diyod, Termal tavlama, Engel yiiksekligi, Seri Direng, Norde Fonksiyonlari.

The Effects of Thermal Annealing and Sample Temperature on Current-
Voltage Characteristics of Au/n-Si/Al Schottky Diodes

Abstract: Schottky contacts that have been used at electronic technology and electronics industry are very
important and has a large application field. Because of this, these devices are extremely important and they are
popular for many research areas. Current-voltage characteristics that depend on annealing temperature and the
sample temperature parameters of the diode were investigated. Ideality factor and barrier height at 1.24 and 0.77
eV respectively were obtained from I-V measurements for as-deposited sample at room temperature. Likewise, the
calculations from I1-V measurements for 200°C annealed sample were obtained ideality factor and barrier height at
1.08 and 0.76 eV at room temperature respectively. As a result of this, annealing diode will become more stable.
This result confirms that unwanted phases decrease depend on annealing temperature. Using Norde Function, series
resistance and barrier height values were calculated for as-deposited and annealed Au/n-Si/Al Schottky diodes at
200°C.

Keywords: Schottky diode, Thermal annealing, Barrier height, Series Resistance, Norde Functions.

1. GIRIS

Schottky diyotlar, gliniimiizde yariiletken tabanl elektronik teknolojisinin vazge¢ilmez 6geleri haline
gelmislerdir. Bu aygitlarin en yaygin kullanim alanlar1 mikrodalga diyotlar, alan etkili transistorler
(FET’s), giines pilleri, fotodedektorler, MESFET ve MOSFET olarak sayilabilir. Bu alanda yaklagik
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yarim yiizyildir yapilan ¢aligmalar sayesinde biiyiik ilerlemeler kaydedilmesine ragmen hala bu
diyotlarin calisma mekanizmasi ve elektronik dogasi hakkinda bir¢ok soru isareti bulunmaktadir.
Schottky diyotlardan maksimum verim elde edebilmek igin 6zellikle diyotlarin elektronik
karakteristiklerini etkileyen gerek fabrikasyon asamasindan kaynaklanan, gerekse de kullanilan metal
ve yartiletkenlerin asal 6zelliklerinden kaynaklanan tiim etkiler ayri birer arastirma konusu olmustur.
Olusturulmalarin kolay olmasi ve karakteristiklerinin bilinmesi nedeni ile Schottky diyotlarinin
Oonemi, her gecen giin daha da artmaya devam etmektedir. Metal-yariiletken Schottky kontaklar;
teknoloji, sanayi ve elektronik devre elemanlari endiistrisinde 6nemli bir yere sahiptir. Schottky diyotlar,
teknolojik alanda, anahtarlama devreleri, giines pilleri, yariiletken dedektor uygulamalari, mikrodalga
devre elemanlari, modiilator gibi bir¢ok alanda kullanilmaktadir [1-5].

[k metal-yariiletken yapi, nokta kontak diyotlardir. Bu yapilar yariiletken malzemenin yiizeyine ince
sivriltilmis bir telin temas haline getirilmesiyle elde edilmistir. Nokta kontak diyotlarin gelismis hali
Schottky kontak olarak adlandirilmaktadir. Bu yapilar, eklem alani {izerinde daha homojen kontak
potansiyeli ve akim dagilimi elde etmek i¢in yariiletken yilizeyine sinirl alanlarda metal buharlagtirilarak
olusturulan diizlemsel kontaklardir. Metal-yariiletken kontaklarin elektriksel ozeliklerinden yeterli
derecede faydalanmak icin karakteristiklerinin iyi bilinmesi gereklidir. ilk olarak metal-yariiletken
dogrultucular, detektor olarak kullanmistir ve zamanla mikrodalga radarlarinin gelismesi ile nokta
kontak diyotlarin yeniden Onemi artamaya basladi. Nokta kontak diyotlari, en ¢ok frekans
doniistiiriicisi  olarak ve mikrodalga detektér diyotu olarak kullanildi. Metal-yariiletken
dogrultucularin, yiikseltmesinin diisiik olmasi nedeni ile yerini, vakum tiiplerine terk etti. Uzun miiddet
sadece mikrodalga 6l¢iimlerinde kullanildi [6-7].

Schottky, yaptig1 caligmalarla Schottky engelini silisyum transistorle birlestirerek, Schottky engel kapili
metal-yariiletken alan etkili transistorii bulmustur. Chandra ve ark. Metal-yariiletken yapilarin
karakteristikleri, daha sonra yapilan arastirmalarda sicakligin fonksiyonu olarak dl¢iilmiis ve bu yapilar
sicakligin tayininde kullanmislardir [8].

Metal-yariiletken dogrultucu kontak ve omik kontaklarin teorik agiklamasi, bu yapilarin pratikte
uygulamalarindan ¢ok sonradir. Ayrica bu yapilarda yilizey hallerindeki elektronlarin net yiikiinden ve
ters isaretli uzay yiikiinden dolayi bir dipol tabakasi olusabilecegi gosterilmistir. Bati, Schottky engel
yiiksekliginin metalin i fonksiyonuna, arayiizey hallerine ve arayiizey tabaka kalinligina bagliligim
incelemistir [9]. Si yariiletkeni lizerine yapilan ¢caligsmalar, Si-metal kontaklar iizerine kullanigl bilgileri
bilim adamlarimin hizmetine sunmustur. Kontak 06zelliklerinin yeniden olusturulabilmesi ve bu
ozelliklerin kararliligi, yiiksek kalitede Schottky diyotlarin liretilmesine imkan saglamaktadir. Secilen
malzemeyle birlikte tiretimde kullanilan metodun da diyot performansi agisindan 6nemi biiyiiktiir [10].

Bu ¢alismadaki amacimiz, metal-yariiletken (Schottky) kontaklarin elektriksel karakteristiklerini termal
tavlamaya ve numune sicakligma bagli incelemektir. Bir Schottky kontagin karakteristik
parametrelerinden olan idealite faktorii, engel yiiksekligi ile Norde fonksiyonlarindan engel yiiksekligi
ve seri direng degerlerini elde etmektir.

2. MATERYAL ve METOD
2.1 Numunenin Temizlenmesi ve Kontak i¢cin Hazir Hale Getirilmesi

Schottky diyotlar, 400pum kalinlikta, [100] dogrultusunda biiyiitiilmiis, donor konsantrasyonu 2,5x10%°
cm olan ve iki yiizii parlatilmis n-Si kristalleri kullanilarak yaklasik 1,5 mm ¢apinda Au/n-Si/Al Metal-
yariiletken/metal kontak Schottky diyot (SD) numuneler elde edildi. Numunenin her iki yiiziiniin
parlatilmis olmasindan dolayi, ylizeylerde herhangi bir mekanik temizlemeye ihtiya¢ duyulmadi. Ayrica
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numunenin yiizeyinin organik ve mekanik kirlerden arindirilmasi elde edilecek sonuglarin giivenilir
olabilmesi icin olduk¢a 6nemlidir [11]. Ideal ve kaliteli bir diyot yapilabilmesi icin kontak haline
getirilecek maddelerin ylizeylerinin ¢ok iyi bir sekilde temiz, parlak, oksitsiz ve piiriizsiiz, organik ve
agir metal kirliliklerden arindirilmis olmalarinin 6nemi biiyliktiir. Bu parcalarin kimyasal olarak
temizlenmesinde RCA1 ve RCA2 prosediirleri takip edildi [12-13].

Buharlastirmada kullanilan Al metali, kullanilmadan 6nce metanol de 5 dakika ve kullanilan isiticilar
kullanilmadan 6nce H>O+HCI (10:1) 5 dakika ultrasonik olarak yikandi [14-15]. Buharlastirma
isleminden Once buharlagtirma cihazinin temizligi yapildi. Omik kontak yapilirken buharlastirma
isleminden sonra numune tavlanacagi i¢in, tavlama iglemi sirasinda numune firin i¢ine konulurken
kullanilan kuartz potada asetonla ve metanolle 5 dakika ultrasonik olarak yikandi. Kimyasal olarak
temizlenen ve omik kontak yapimi i¢in kullanilacak olan Al metali, molibden 1siticinin iizerine
yerlestirilerek, vakum ortaminda eritildi ve 107 torr basingta Si diliminin bir yiizeyine termal olarak
buharlastirildi. Vakum ortamindan alinan numune kontagin homojen olmasi ve yariiletkenin igine niifuz
etmesi i¢in buharlastirma isleminden sonra numune N, ortaminda 570°C°de 3 dakika tavlama firininda
tavlanarak omik kontak elde edildi. Omik kontak isleminden hemen sonra Schottky kontak yapmak i¢in
Au metali molibden 1siticiya yerlestirildi, termal buharlagtirma ile Si wafer in diger ylizeyine yaklagik
1,5 mm ¢apinda Schottky kontaklar yapildi. Sonug olarak Au/n-Si/Al Metal-yariiletken/metal kontak
(Schottky diyot) numuneler elde edildi. Sicakliga bagli I-V &lglimleri; 20-450 K araliginda Lake Shore
331 model sicaklik kontrol tinitesi ile Leybold Heraeus kapali-devre helyum kryostat ve Keithley 487
Picoammeter/Voltage kaynagi kullanilarak 60-400 K araliginda 20 K’lik basamaklarla karanlikta
almmustir.

Uretilen Schottky diyotlarin tavlanmadan énce ve 200°C sicakliginda 2 dakika tavlandiktan sonra oda
sicakliginda akim gerilim Ol¢timleri alindi. Sicakliga bagli dlgiimler 60-400K araliginda 20 K’lik
basamaklarla ol¢iilmiistiir. I-V dl¢timlerinden diyodun karakteristik parametreleri olan idealite faktorii
(n) ve engel yiiksekligi (P} ) degerleri elde edildi.

3. BULGULAR VE TARTISMA
3.1. Akim-voltaj karakteristikleri

Diyodun idealite faktoriiniin hesaplanmasinda deneysel 1-V dlgtimleri termiyonik emisyon (TE) teorisi
ile analiz edilebilir (v > 3kT /q) [3,7.9]

V -IR
| = |0 exp[%} (1)

Burada,lo doyma akim yogunlugu

I, = AA'T? exp[— %) @)

seklinde tanimlanir. Burada A diyot alam, A*Richardson sabiti olup n-tipi Si igin A*=112 A/K?cm?, T
Kelvin olarak sicaklik, k Boltzmann sabiti, q elektronun yiikii ve ®yo sifir gerilimde engel yiiksekligi
olarak tamimlanmustir. Rs seri direng ve IRsseri direncden dolayr diyodun voltaj diismesidir. Idealite
faktorli n termiyonik emisyon teorisindeki akim tasima mekanizmasina gore hesaplanir.

n_i(_dv j ]
“ kT ldInl ®)
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Idealite faktorii, diyodun ideal dzelliklerden sapmasini gdsteren boyutsuz bir parametredir. Ideal bir
diyot i¢in bu faktor yaklasik olarak 1’e esit olmali. Grafiklerin dogru beslem bolgesindeki lineer kismina
fit edilmesiyle elde edilen dogrunun egimi ve diisey ekseni kestigi noktadan doyma akimi yardimiyla
termiyonik emisyon teorisinden idealite faktorleri ve engel yiikseklikleri elde edilir. Inl-V grafiginin
dogrusal kismina fit edilen dogrunun V=0’da diisey ekseni kestigi nokta Iy doyma akimim verir. (2)
ifadesindeki I, doyma akimi

* - (D
1, = AN T2exp| —12b 4
0 p( T (4)
seklinde verilmektedir. (4) esitliginin her iki tarafinin tabii logaritmasi alinarak, ®;’ye gore ¢oziiliirse
KT, [ AAT?
®, =—1In (5)
q ly

olarak engel yiiksekligi ifadesi elde edilir. Bulunan bu degerler ve diger sabit veriler (3) ve (5)
denklemlerinde yerine yazilarak idealite faktorii ve engel yiiksekligi hesaplanir.

Sekil 1’de Akim-Voltaj 6l¢iimlerinden elde edilen veriler kullanilarak bir adet tavlanmamig ve 200
°C’ye tavlanmis diyodun oda sicakliginda yari logaritmik akim-gerilim grafigi verilmistir. Tavlanmams
diyot icin 300 K’de idealite faktorii ve engel yiiksekligi I-V 6lgiimlerinden 1,24 ve 0,77 eV, 200°C
Tavlanmis diyot i¢in 1,08 ve 0,76 eV olarak sirastyla hesaplanmistir. Bulunan bu degerler Nuhoglu ve
ark. elde ettikleri sonuglarla uyum i¢indedir [17]. Diyodun 200°C’de tavlanmasiyla karakteristiklerinde
fazla bir degisiklik gbzlenmemistir.

10°
Au/n-Si
Schotty Diyot

1 ||||||,|,|_

A A Tavlanmamis

© 9200 °C Tavlanmig

107
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

-12  -08 -04 0.0 0.4 0.8 1.2
GERILIM (V)
Sekil 1. (Online color) Tavlanmamis ve 200°C’de tavlanmis Au/n-Si Schottky diyodun oda sicakliginda (300 K)
Inl-V grafigi
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Sekil 2. (Online color) Tavlanmamis Au/n-Si Schottky diyodun sicakliga bagli Inl-V grafigi
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Sekil 3. (Online color) 200°C’de tavlanmis Au/n-Si Schottky diyodun sicakliga baglh Inl-V grafigi
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Sekil 4. (Online color) Schottky diyodun sicakliga bagh |-V élgiimlerinden elde edilen tavlanmamis ve 200°C ‘de

tavlanmis diyodun a) Sicaklik- Engel Yiiksekligi grafigi, b). Sicaklik- Idealite Faktorii grafigi,

Tablo 1. Tavlanmams ve 200°C’ye tavlannus Au/n-Si/Al Schottky diyotun 60-400 K sicaklik aralimda TE

teorisine gore hesaplanan idealite faktorii ve engel yiliksekligi

Sicakhik Tavlanmaml.s 200°C’ye Tavlfmmls
(K) Engel Idealite Engel Idealite
Yiiksekligi (eV) | Faktorii (n) | Yiiksekligi (eV) Faktorii (n)
60 0,22 4,57 0,18 5,48
80 0,26 4,75 0,24 4,38
100 0,35 2,99 0,29 3,63
120 0,40 2,67 0,35 3,01
140 0,46 2,34 0,40 2,60
160 0,51 2,08 0,45 2,41
180 0,56 1,93 0,51 2,14
200 0,60 1,72 0,56 1,91
220 0,64 1,60 0,61 1,56
240 0,68 1,49 0,65 1,43
260 0,72 1,40 0,69 1,33
280 0,74 1,34 0,73 1,20
300 0,77 1,24 0,76 1,08
320 0,79 1,19 0,79 1,02
340 0,82 1,10 0,82 1,04
360 0,84 1,02 0,83 1,04
380 0,86 1,02 0,85 1,05
400 0,88 1,04 0,88 1,05
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Diyodun tavlama ve numune sicaklifiyla karakteristik parametrelerinin degisimini gormek igin
diyotlarin sicakliga bagl akim-gerilim karakteristikleri incelenmelidir.

Tavlanmamis ve 200°C’ye tavlanmig Al/n-Si Schottky diyotlarin tavlamaya ve numune sicakligia bagl
Inl-V grafikleri Sekil 2 ve Sekil 3’de verilmistir. Schottky diyodun sicakliga bagli 1-V dl¢iimlerinden
elde edilen ve Tablo 1°deki veriler kullanilarak ¢izilen sicakliga bagli tavlanmamis ve 200°C ‘de
tavlanmis numunenin engel yiiksekligi ile idealite faktorii grafikleri Sekil 4’de goriilmektedir. Idealite
faktorii degerlerinin artan numune sicakligi ile azaldigi tavlanmamis ve 200°C tavlanmis numuneler igin
degerler Tablo 1’de goriilmektedir. Tablo 1 engel yiikseklikleri acgisindan incelendiginde numune
sicakligina bagli olarak engel yiiksekliginin azalan numune sicakligi ile azaldig1 goriilmektedir. Buna
gore tavlama neticesinde diyot tavlama sicakligina bagli olarak daha kararli hale gelmistir. Bu durum,
metal yariiletken arayilizeyindeki istenmeyen fazlarin tavlama sicakligina bagl olarak azaldiginin
kanitidir [18].

3.2. Norde Modeli Yardimi ile Engel Yiiksekligi ve Seri Direncin Hesaplanmasi

Norde, engel yiiksekligi hesab1 ve seri direncin hesaplanmasinda yeni bir metot ileri siirmiistiir [19].
Modifiye edilmis Norde fonksiyonu sdyle yazilabilir.

_ Vo KT (1Y)
"= q'”(AA*sz ©

fonksiyonu kullanilarak Schottky diyotlarin akim-gerilim karakteristikleri gosterildi. F(V)
fonksiyonunun minimum noktasi diisiiniildiigiinde, minimum Vy voltajina karsilik gelen F(Vo) degeri
kullanilarak engel ytiksekligi;

V, kT
D, =F (Vo) +—+-— (7)
y q

formiiliinden elde edilir. Seri direng degeri Vo’a karsilik gelen lo degeri kullanilarak;

(8)

seklinde elde edilir. Burada vy ifadesi n degerinden biiyiik olan ilk tam sayidir. lo ise V potansiyelinin
minimum oldugu akim degeridir. Norde’nin kullandig1 bu model, ideal durumlar ve seri direncin kiigiik
oldugu durumlar i¢in gegerli olup, ideal olmayan durumlar i¢in Norde fonksiyonu gelistirilerek Shottky
diyotun I-V dl¢limiinden elde edilen n degerinin 1<n <y (y keyfi bir say1) olmast durumunda Rs ve
engel yiiksekliginin belirlenmesini miimkiin kilabilecek Norde fonksiyonunun diizenlenmis bir modelini
ileri stirdiiler. [20-21]. Norde fonksiyonlart Inl-V karakteristiklerinin dogru beslem kisminin tiimiine
uygulanmaktadir. Ayni zamanda seri direncin degeri, daha yiiksek idealite faktorii degerleri i¢in daha
yiiksek olabilir. Bu da seri direncin imal ettigimiz diyot i¢in akim limitleyici bir etken oldugunu
gosterir. (7) ve (8) denklemlerinden tavlanmamis ve 200°C’ye tavlannis Au/n-Si Schottky diyotun 60-
400 K sicaklik araliginda Norde Fonksiyonlarindan elde edilen engel yiiksekligi ve seri direng degerleri
Tablo 2 ‘de verilmistir.
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Tablo 2. Tavlanmamis ve 200°C’ye tavlanmis Au/n-Si/Al Schottky diyotun 60-400 K sicaklik araliginda Norde
Fonksiyonlarindan hesaplanan engel yiiksekligi ve seri direng degerleri.

Tavlanmamus 200°C’ye Tavlanmus
Sicakhik — —
K) ) Engel Seri Diren¢ ) Engel Seri Direnc
Yiiksekligi (eV) Q) Yiiksekligi (eV) Q)

60 0,21 4,20E+07 0,24 1,47E+07

80 0,31 3,32E+07 0,31 7,88E+06
100 0,36 1,08E+06 0,36 2,28E+06
120 0,52 4,04E+06 0,42 1,76E+06
140 0,56 3,07E+06 0,5 2,77E+05
160 0,61 8,86E+05 0,53 1,21E+05
180 0,63 6,17E+05 0,60 5,13E+04
200 0,71 2,74E+03 0,64 1,74E+03
220 0,73 2,98E+03 0,67 8,05E+03
240 0,75 2,95E+03 0,70 5,60E+03
260 0,77 1,59E+03 0,72 5,84E+03
280 0,78 1,26E+03 0,74 6,01E+03
300 0,80 1,07E+03 0,75 5,24E+03
320 0,81 8,30E+02 0,78 2,96E+03
340 0,82 6,94E+02 0,79 2,38E+03
360 0,83 5,74E+02 0,81 1,88E+03
380 0,84 4,42E+02 0,82 1,62E+03
400 0,86 2,81E+02 0,85 1,17E+03

Metal-yariiletken dogrultucu kontaklarin seri direngleri ne kadar diisiikk olursa diyot kalitesi de ayni
oranda artar. Au/n-Si Schottky diyotlarin tavlanmadan dnce ve 200 °C°de tavlandiktan sonra seri direng
ve engel yliksekligi degerleri modifiye Norde Fonksiyonlart kullanilarak tiim sicakliklar igin ¢izilen
F(V)-V grafikleri grafikleri Sekil 5 ve Sekil 6°da verilmektdir. Uretilen Au/n-Si Schottky diyotun 320 K
sicaklikta, Tavlanmamis ve 200°C’de tavlandiktan sonra seri direng degerleri Norde Fonksiyonlari
kullanilarak sirasiyla 83 kQ ve 296 kQ seklinde elde edilmistir. Tablo 2 seri direng agisindan
incelendiginde azalan numune sicakligi ile seri direng degerinin artmasina karsilik tavlama sicakligina
gore seri direngte Onemli bir degisiklik olmamustir. Norde fonksiyonlarindan 300 K sicaklikta
tavlanmamis numune igin engel yiiksekligi 0,80 eV, I-V 6l¢iimlerinden 0,77 eV olarak elde edildi. Yine
200°C tavlanmis numune igin Norde fonksiyonlarindan ayni sicaklikta engel yiiksekligi 0,75 eV, 1-V
Ol¢iimlerinden 0,76 eV olarak elde edildi.
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Sekil 5. (Online color) Tavlanmamis Au/n-Si diyodun &lgiilen tiim sicakliklar i¢in Norde Fonksiyonlarindan elde
edilen F(V)-V grafikleri.
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Sekil 6. (Online color) 200°C Tavlanmis Au/n-Si diyodun 6lgiilen tiim sicakliklar igin Norde Fonksiyonlarindan
elde edilen F(V)-V grafikleri.
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4. SONUCLAR

Bu calismada, tavlama ve numune sicakligina bagli olarak, elde edilen aygitin elektriksel
karakterizasyonunda yaptigi degisiklikler incelenmistir. Metal-yariiletken arayiizeyinde diisiik
sicakliklarda elektronlar diisiik engeli tercih eder. Yani, sicaklik ve uygulama voltaj1 arttikga daha fazla
elektron yiiksek engeli asabilecek enerjiye sahip olabileceklerdir. Ayrica, arayiizey yiiklerinin diizgiin
dagilmamasi ve inhomojenlik gibi bazi nedenlerden dolayi, diisiik sicakliklarda idealite faktoriiniin
artt1ig1 ve engel yliksekliginin azaldigi goriilmektedir [8,15]. Diisiik voltajlarda yar1 logaritmik ol¢iide
Schottky diyotlarin akim-gerilim karakteristikleri lineerdir. Fakat seri direng (Rs), arayiizey tabakasi ve
araylizey durumlar1 gibi parametrelerin etkisinden dolayi, yiiksek voltajlarda metal-yariiletken
dogrultucu kontaklarin akim-gerilim karakteristiklerinde beklenen degerden bir sapma gozlenir [22].
Yani lineer olmasi beklenen akim-gerilim karakteristigi yiiksek voltajlarda parabolik bir degisim
gosterir. Tavlama neticesinde diyotun onemli bir karakteristigi olan idealite faktorii 1 degerine
yaklastig1 goriilmektedir [23]. Bu durum, metal-yariiletken arayiizeyindeki istenmeyen durumlarin
tavlama sicakligina bagli olarak azaldigini gostermektedir. Nuhoglu, imal ettikleri Au/n-Si/Al Schottky
diyodu igin, tavlama sicakligi 750°C'ye ulasana kadar dogrultucu 6zelligini korudugunu, ancak bu
ozelliklerin 750°C'nin iizerindeki tavlama sicakliklarinda bozuldugunu ve 800°C'de neredeyse ohmik
hale geldigini rapor etti [17].
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